
BQQDI骨格への位置選択的なシアノ基導入とその電界効果トランジスタ特性 

Regioselective introduction of cyano groups to BQQDI core and the property of 

field-effect transistors 
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有機エレクトロニクスデバイスは軽くて柔軟といった特徴を有し、印刷プロセスによる低コスト大

量生産が可能となるため、次世代を担う電子デバイスとして期待されている。実用化においては低消

費電力かつ高密度集積化が期待される CMOS型集積回路の構築が有用と考えられるが、開発が進んで

いる印刷プロセス性・高移動度・大気安定性を兼ね備えた p型有機半導体と比較して、同様の n 型有

機半導体の開発は極端に遅れている。最近、我々は新奇ｎ型有機半導体として、ペリレンジイミド

（PDI）骨格上の２つの炭素サイトを窒素で置換したベンゾイソキノリノキノリンジイミド（BQQDI）

骨格とその誘導体の開発に成功した[1]。適切なイミド置換基の選択により，BQQDI誘導体を活性層に

用いた薄膜電界効果トランジスタ（FET）は高移動度 3 cm2 V−1 s−1を示すことがわかり、また優れた

環境・熱ストレス耐性を有することが明らかとなった[2]。しかしながら、リジッドで大きなパイ電子系

骨格であるBQQDIはPDIと同様に溶解性に難があり、印刷プロセス性の観点から課題が残っている。

PDI 誘導体では骨格上の内側の炭素（ベイ位の炭素）にシアノ基を２つ導入することで溶解性・大気

安定性の向上とともに、そのいくつかの誘導体で高移動度化を達成している。しかしながら、ベイ位

に 4つの等価な炭素を有する PDIではシアノ基の導入の際に合成の都合上、位置異性体の混合物が得

られる。これまでのところ、異性体混合物がデバイス特性に与える影響は明確にされていないが、異

性体をなくすことで特性を改善できることが期待される。 

Fig. 1aに示すように、BQQDIではベイ位の窒素の存在によりシアノ基の修飾位置が限られるため、

位置選択的なシアノ化が可能となる。したがって、結晶構造やデバイス特性に対する位置異性体の効

果について包括的に理解を深められると期待される。

本研究では、CN-R-BQQDI (R = C8–, PhC2–)（Fig. 1a）

の合成を行った。FET の作製とその特性評価を行った

ところ、CN-C8-BQQDIが電子移動度 0.8 cm2 V−1 s−1

を示すことが明らかとなった（Fig. 1b）。当日はこれ

らの集合構造およびデバイス特性の大気安定性評価に

ついても述べる予定である。 
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Fig. 1. (a) Chemical structure of CN-R-BQQDI. 

(b) Transistor characteristics of CN-C8-BQQDI. 
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